
Lista VII EN2719 Prof Marcelo Perotoni 

Boylestead 

  
R: vo=11.73 mV 

 
R: Zi= 10 M, Z0=1K8 Av= -9.72 

 

 
 

R: Zi= 10 M, Z0=1K68 Av= -9.07 



 

 

 

 
R: V0= -131.76 mV 

 

 

 
R: AV= 0.816 

 
R: gm= 3 mS 

 



 
R: Zi= 1.73 M, Z0=2K15 Av= -4.77 

 

 
R: Zi= 2.2 M, Z0=2K15 Av= -3.54 

 
R: V0= -203 mV 

V0= -52.7 mV 

 
V0= -3.51 mV 



 

 

Sedra Smith 
4.42 Para os circuitos Vth=2 e k=0.5 mA/V

2
. Calcule as tensões nos pontos apresentados. P e N-enhacement MOSFET. 

 

 
R: (a) V1= -4 V  V2=2 V (b) V3=3.41 V (c) V4= 4 V  V5= - 5 V DICA!!  aqui formula enhancement PMOS, id=k(Vsg-Vt)

2
 

(d) V6= 6 V  V7=  2 V 

 



 
 

4.43 Para os circuitos Vth=1 e k=0.2 mA/V
2
. Calcule as tensões nos pontos apresentados. P e N-enhacement 

MOSFET. 

  
R: (a) V1= -1.22 V  (b) V2= -1.71 V (c) V3= -3.23 V (d) V4= 1.22 V  (e) V5= 3.23 V (g) V7= 3.62 V  (h) V8=  -1.4 V 

 

 



 
4.44 Para os circuitos Vth=1 e k=1 mA/V

2
. Calcule as tensões nos pontos apresentados. P e N-enhacement MOSFET. 

 
 

R: (a) V1= 2.44 V  V2= -2.56 V (b) V3= 7.57 V V4= 5 V V5= 2.43 V  

 
4.46 Para os circuitos Vth=1 e k = 30 uA/V

2
 (NMOS) e k = (2/5)*30 uA/V

2
 (PMOS). Calcule as tensões nos pontos 

apresentados. P e N-enhacement MOSFET. 

 
R: (a) I1= 7.5 uA  V2= 1.5 V (b) I3= 4.8 uA V4= 1.4 V   

 



 
4.69 Para o circuito Vt=2, k = 0.5 mA/V

2
, VGS=4, VDD=10 RD= 3K6 e ro=50K, compute VD, gm, Av. 

 
R: VD= 2.8 V  gm= 2 mA/V AV= -6.7   

 

 


